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１．概要（Summary） 

結晶シリコン太陽電池の外部取出し電極は、厚膜プロ

セスで形成されている。本研究では、無電解置換積析出

によって金属ナノ粒子をウェーハ表面に析出させることで

付着力のある無電解めっき膜を形成すること、またナノテ

キスチャー層を形成するプロセスを開発したので、実用化

に向けた開発を行っている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター, 露光装置, ドラフトチャンバー, RIE 

【実験方法】 

県立大学で加工したシリコンウェーハ上に、共同開発セン

ターでレジストパターンを形成し、これを持ち帰って金属

ナノ粒子析出プロセス以降を行い、測定評価する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

安定した電極形成プロセス設計を行い、実製品仕様の 6

インチ太陽電池の作製に成功した。写真は、シリコンウェ

ーハ上に Au ナノ粒子を無電解析出させた後 Ni 無電解

めっき膜を形成し、電極抵抗を下げるための電気めっき

Cu を形成した試作品を示す。併せて、付着強度やコンタ

クト抵抗の出現メカニズムの解明を行った。ナノテキスチャ

ーでも低反射率プロセス条件設計および発電効率の解

明を行い、実用化の可能性を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同開発センター竹内修三氏の助言、支援に感謝する。 
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６．関連特許（Patent） 
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Fig.1   
6 inch back contact solar cell electrodes formed 
by Electrolessly deposited Au nanoparticles, 
Electroless plated Ni , and Electro plated Cu. 


